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  「IV族半導体へテロ CVD技術の開発と原子制御プロセスの創生」
平成16年 4月 JJAP Editorial Contribution Award
平成21年 9月 第 3回応用物理学会フェロー表彰
  「IV族半導体ヘテロ CVD技術による原子制御プロセスの開発」 
平成22年 4月 科学技術分野の文部科学大臣表彰　科学技術賞（研究部門）




「応用物理」編集委員 （昭和58年 4月～昭和60年 3月）
Japanese Journal of Applied Physics編集委員 （平成 9年 4月～平成13年 3月）
（社）電気学会
理事・東北支部長 （平成14年 5月～平成16年 5月）
電子材料技術委員会 
　　超高速 SiGeデバイス材料技術調査専門委員会委員長  
 （平成14年 2月～平成16年 1月）
　　IV族系へテロデバイス・システム材料技術調査専門委員会委員長
 （平成16年 2月～平成18年 1月）
　　IV族ヘテロ超微細デバイス材料技術調査専門委員会委員長
 （平成18年 2月～平成20年 1月）
　　新 IV族原子制御デバイス材料技術調査専門委員会委員長
 （平成20年 2月～平成22年 1月）
（独）日本学術振興会産学協力研究委員会
薄膜第131委員会委員   　　     （平成 2年 4月～）
将来加工技術第136委員会委員  　　　 （平成 6年 4月～）
半導体界面制御技術第154委員会企画幹事長 　　　（平成12年 4月～平成15年 9月）
  　　　　　　　　　副委員長 （平成15年10月～平成20年 3月）
  　　　　　　　　　委員長 　　　（平成20年 4月～）
協力会評議員 （平成22年 5月～平成24年 4月）
The Electrochemical Society, 
 Active Member,   　　　 (1987.5-Present)
 Second Vice-Chair, Electronics and Photonics Division,  (2005.05-2007.04)
 Large at Member,   Electronics and Photonics Division,  (2007.05-Present)
 Award Committee,   Electronics and Photonics Division, (2008.05-2011.04) 
     　　　 (2009.05-2011.04:Chairman)
国際会議
・Int. Conf. on Silicon Epitaxy and Heterostructures
 IJC-Si, Zao, Japan,   Sep. 12-17, 1999,   Steering Com. Chair 
 ICSI-2, Strasbourg, France, June 4-8,   2001,   Int. Ad. Com. Member
 ICSI-3, Santa Fe, NM USA,  Mar. 9-12,  2003,   Int. Ad. Com. Member 
 ICSI-4, Awaji-Island, Japan, May 23-26,  2005,   Int. Ad. Com. Member, 
      Conference Chair 
 ICSI-5, Marseille, France,  May 20-24,  2007,   Int. Ad. Members
 ICSI-6, Los Angeles,CA USA, May 17-22,  2009,  Int. Ad. Com. Member
・Int. Symp. ULSI Process Integration of the Electrochemical Society
 1st, Honolulu, HI, USA,　 Oct. 17-22, 1999,  Program Com. Member 
 2nd, Washington, DC, USA,　 Mar. 25-30, 2001,  Co-Organizer 
 3rd, Paris, France,   April 28-29,2003, Co-Organizer 
 4th, Quebec City, Canada,  May 15-20,  2005,     Program Com. Member 
 5th, Washington, DC,USA,　 Oct. 8-11,  2007,  Co-Organizer 
 6th, Vienna, Austria,  Oct. 4-9,   2009,  Co-Organizer 
 7th, Boston, MA USA,　 Oct. 10-13, 2011,　 Co-Organizer
・Workshop on Selective and Functional Film Deposition Technol. as Applied to ULSI Technol. 
(29th IUVSTA Workshop) & 2nd Int. Workshop on Development of Thin Films for Future 
ULSI's and Nano-Scale Process Integration, 
 Ise-Shima, Mie, Japan,   Nov. 9-24,  2000,  Program Com. Vice Chair
・Int. WorkShop on New Group IV (Si-Ge-C) Semiconductors: Control of Properties and 
Applications to Ultrahigh Speed and Opto Electronic Devices (SiGeC Workshop), 
 1st, Sendai, Japan,  Jan. 21-23, 2001,  Org. Com. Vice Chair, 
      Program Com. Chair
   2nd, Kofu, Japan,   Jun. 2-4,   2002,  Org. Com. Vice Chair 
 3rd, Sendai, Japan,   Oct. 12-13, 2004,  Org. Com. Vice Chair, 
      Program Com. Chair
・2001 Int. Conf. on Rapid Thermal Processing for Future Semiconductor Devices, Ise-Shima, 
Mie, Japan, Nov.14-16, 2001, Org. Com. Vice Chair
・Int. SiGe Technology and Device Meeting (ISTDM)
 1st, Nagoya, Japan,   Jan. 15-17,  2003,  Advisory Com. Member, 
      Program Com. Chair 
 2nd, Frankfurt(Oder),Germany, May 16-19,  2004,  Advisory Com. Member, 
      Org. Com. Member 
 3rd, Princeton, NJ, USA, May 15-17,  2006,  Advisory Com. Member,
      Org. Com. Members 
 4th, Hshinchu, Taiwan,   May 11-14,  2008,  Advisory Com. Member, 
      Program Co-Chair 
 5th, Stockholm, Sweden,  May 24-26,  2010,  Advisory Com. Member
・SiGe Materials Processing and Devices of the Electrochemical Society
 1st, Honolulu, HI, USA,  Oct. 3-8,  2004,  Co-Organizer 
 2nd, Cancun, Mexico,     Oct. 29-Nov. 3, 2006,   Co-Organizer 
 3rd, Honolulu, HI, USA,  Oct. 12-17,  2008,   General Com. Member 
 4th, Las Vegas, NV, USA,  Oct. 10-15,  2010,  General Com. Member
・Int. Workshop on New Group IV Semiconductor Nanoelectronics (RIEC Symposium)
 1st, Sendai, Japan,    May 27-28,    2005,   Org. and Program Com. Chairs 
 2nd, Sendai, Japan,    Oct. 2-3,     2006,   Org. and Program Com. Chairs 
 3rd, Sendai, Japan,    Nov. 8-9,     2007,   Org. and Program Com. Chairs 
 4th, Sendai, Japan,    Sep. 25-27,   2008,  Org. and Program Com. Chairs 
 5th, Sendai, Japan,    Jan. 29-30,   2010,  Org. and Program Com. Chairs
・Characterization of High-K Dielectric Materials of Euro-MRS 
 1st, Nice,   France,   May 29-Jun 2, 2006,  Co-Organizer
・Int. Symp. on Control of Semiconductor Interfaces (ISCSI) -for Next Generation ULSI Process 
Integrations- 
 5th, Tokyo,  Japan,     Nov. 12-14,   2007,  Program Chair
・Int.  Conf. on Semiconductor Technology for Ultra Large Scale Integrated Circuits and Thin 
Film Transistors
 2nd, Xian,  China,     July 5-10,      2009,  Advisory Com. Member






 （平成15年 5月～平成16年 3月）
（独）日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員
 （平成15年 8月～平成17年 7月）




 （平成16年 3月～平成17年 3月）
（財）電気通信工学振興会理事 （平成18年 4月～平成19年 3月）
　　　　　　　　　常任理事　　　　　　　　　　　（平成19年 3月～平成24年 3月）

1業 績 目 録
Ⅰ．著書・編書
（ 1） Journal Guest Editor
 1. Y. Shiraki, S. Zaima, M. Miyao, Y. Yasuda and J. Murota,   
“Proccedings of the International Joint Conference on Silicon Epitaxy and 
Heterostructures (IJC-Si)”,   
Thin Solid Films, Vol. 369/1-2, pp.1-448, 3 July, 2000.
 2. J. Murota, B. Tillack, M. Caymax, J. Sturm, S. Zaima and Y. Yasuda,   
“Proceedings of the First Conference of SiGe Technology and Device Meeting 
(ISTDM 2003)”,   
Applied Surface Science, Vol. 224, Nos. 1-4, pp.1-433, 15 March 2004.
 3. E. Kasper, B. Tillack, J. Murota and G. Fischer,   
“Proceedings of the Second Conference of SiGe Technology and Device Meeting 
(ISTDM 2004)”,   
Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 8, Nos. 1-3, pp.1-461, 
February/June 2005.
 4. S. Zaima, S. Miyazaki, S. Takagi, M. Miyao and J. Murota,   
“Proccedings of the Fourth International Conference on Silicon Epitaxy and 
Heterostructures (ICSI-4)”,   
Thin Solid Films, Vol. 508, Nos. 1-2, pp.1-436, 5 June 2006.
 5. J. Dabrowski, P. Hurley, J. Murota and E. R. Weber,   
“E-MRS Spring Meeting- Symposium L: Characterization of high-k dielectric 
materials”,   
Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 9, No. 6, pp.859-1142, 
December 2006.
 6. J. Sturm, E. Fitzgerald, S. Koester, J. Kolodzey, J. Murota, D. Paul, B. Tillack,  
S. Zaima, B, Ghyselen and S. Takagi,   
“Proceedings of the Third Conference of SiGe Technology and Device Meeting 
(ISTDM 2006)”,  
Semiconductor Science and Technology, Vol. 22, No. 1, pp.1-461, pp.S1-S244, 
January 2007.
2 7. J. Murota, S. Zaima, Y. Mochizuki and K. Washio,   
“Fifth International Symposium on Control of Semiconductor Interfaces”,  
Applied Surface Science, Vol. 254, Nos. 1-4, pp.6009-6288, 30 July 2008.
（ 2） Conference Proceedings Editor
 1. C. Claeys, F. Gonzalez, J. Murota and K. Saraswat,   
“ULSI Process Integration 2”,   
PV2001-02, Pages 611, (The Electrochem. Soc., Pennington, 2001).
 2. C. Claeys, F. Gonzalez, R. Singh, J. Murota and P. Fazan,   
“ULSI Process Integration 3”,   
PV 2003-06, Pages 606, (The Electrochem. Soc., Pennington, 2003).
 3. D. Harame, J. Boquet, J. Cressler, D. Houghton, H. Iwai, T.-J. King, G. Masini,  
J. Murota, K. Rim. B. Tillack,   
“SiGe: Materials Processing and Device”,   
PV 2004-07, Pages 1216, (The Electrochem. Soc., Pennington, 2004).
 4. D. Harame, J. Boquet, M. Caymax, J. Cressler, H. Iwai, S. Koester, G. Masini,  
J. Murota, A. Reznicek, K. Rim, B. Tillack and S. Zaima,   
“SiGe and Ge: Materials, Processing, and Devices”,   
ECS Trans., Vol.3, No.7, Pages 1248, (The Electrochem. Soc., Pennington, NJ, 
2006).
 5. C. Claeys, H. Iwai, M. Tao, J. Murota, J. J. Liou, S. Deleonibus,   
“ULSI Process Integration 5”,    
ECS Trans., Vol.11, No.6, Pages 456, (The Electrochem. Soc., Pennington, NJ, 
2007).
 6. C. Claeys, H. Iwai, M. Tao, S. Deleonibus, J. Murota,   
“ULSI Process Integration 6”,   
ECS Trans., Vol.25, No.7, Pages 533, (The Electrochem. Soc., Pennington, NJ, 
2009).
 7. C. Claeys, H. Iwai, M. Tao, S. Deleonibus, J. Murota,   
“ULSI Process Integration 7”,   
ECS Trans., Vol.41, No.7, Pages 442, (The Electrochem. Soc., Pennington, NJ, 
2011).
3（ 3）分担執筆
 1. 室田淳一 ,  安田和光 ,  
“CVD法による多結晶シリコンおよびモリブデン薄膜の形成”,  
半導体研究 ,  第20巻 ,  西澤潤一編 ,  工業調査会 ,  第 4章 ,  pp.99-122, (1983).
 2. J. Murota,   
“Deposition Mechanism and Electrical Characteristics of CVD Polysilicon”,   
Chapter 2 in “Japan Annua l Rev iews in E lec tron ics , Computers and 
Telecommunications (JARECT), Vol.13, Semiconductor Technologies”, ed. J. 
Nishizawa, (Ohmusha/North Holland, Tokyo and Amsterdam, 1984), pp.21-35.
 3. 室田淳一 ,  
“CVD技術”,  
LSIハンドブック ,  電子通信学会編 ,  オーム社 ,  第 4編 ,  第 2章 ,  第 5節 , 
pp.307-318, (1984).
 4. 室田淳一 ,  中山諭 ,  遠田均 ,    
“CVD法による薄膜の高速成長および選択成長”,    
半導体研究 ,  第21巻 ,  西澤潤一編 ,  工業調査会 ,  第 7章 ,  pp.167-186, (1985).
 5. 中山諭 ,  室田淳一 ,    
“SiH4系ガスの表面反応”,    
次世代超 LSIプロセス技術（基礎編）,  Realize Inc.社 ,  第 2章 ,  第 5節 ,    
第 1項 ,  pp.141-148, (1988).
 6. 室田淳一 ,  小野昭一 ,    
“半導体産業における問題点”,    
湿度・水分計測と環境のモニタ ,  機械学会編 ,  技報堂出版社 ,  第 2編 ,  第 2
章 ,  第2.4項 ,  pp.261-267, (1992). 
 7. 室田淳一 ,  小野昭一 ,    
“ウルトラクリーン CVD技術”,    
超高純度ガスの科学 ,  半導体基盤技術研究会編 ,  Realize Inc.社 ,  第一分冊 , 
第 3編 ,  第 7章 ,  pp.195-209, (1993). 
 8. 松浦孝 ,  室田淳一 ,  大見忠弘 ,  小野昭一 ,    
“高清浄 ECRプラズマによる完全選択異方性エッチング技術”,   
超高純度ガスの科学 ,  半導体基盤技術研究会編 ,  Realize Inc.社 ,  第一分冊 , 
第 3編 ,  第 7章 ,  pp.247-258, (1993).
4 9. 室田淳一 ,  小野昭一 ,    
“CVDプロセスの高清浄化”,   
洗浄における清浄度の分析・評価技術 ,  技術情報協会 ,  第 3章 ,  第 2節 ,  第
1項 ,  pp.279-290, (1994).
 10. 室田淳一 ,    
“半導体シリコン・ゲルマニウム膜”,   
薄膜作製応用ハンドブック ,  エヌ・ティ－・エス社 ,  第 2編 ,  第 3章 ,    
第 2節 ,  第 1項 ,  pp.388-393, (1995). 11月
 11. 室田淳一 ,  松浦孝 ,  櫻庭政夫 ,    
“CVD薄膜形成における表面吸着水素の効果”,     
ウェーハ表面完全性の創成・評価技術 ,  サイエンスフォーラム社 ,  第 4章 , 
第 3節 ,  pp.160-167, (1998).
 12. 室田淳一 ,  櫻庭政夫 ,  松浦孝 ,    
“Si-Ge系の CVDエピタキシーと原子層成長制御”,     
半導体結晶成長 ,  大野英男編著 ,  コロナ社 ,  第 2章 ,  pp.19-42, (1999). 2月
 13. J. Murota,   
“Epitaxial Growth Techniques: Low-Temperature Epitaxy”,   
Chapter 4 in “Silicon Epitaxy”, Semiconductors and Semimetals Vol.72, ed. D. 
Crippa, D.L. Rode and M. Masi, (Academic Press, New York, 2001), pp.127-149.
 14. 室田淳一 ,  櫻庭政夫 ,    
“シリコン系半導体膜”,     
21世紀版・薄膜作製応用ハンドブック ,  エヌ・ティ－・エス社 ,  第 2編 薄
膜の作製と加工 ,  第 3章 CVD法 ,  第1節 熱 CVD法 ,  第 2項 ,  pp.346-349, 
(2003). 3月 
 15. 室田淳一 ,  櫻庭政夫 ,    
“化学気相成長法（熱 CVD）”,     
新訂版・表面科学の基礎と応用 ,  エヌ・ティー・エス社 ,  第 2編 基盤技術
編 ,  第 2章 表面・界面の作製技術 ,  第 3節 薄膜・ナノ構造形成技術 ,  第 4
項 ,  pp.467-473, (2004). 4月 
 16. 室田淳一 ,  宮崎誠一 ,    
“CVDの基本原理と基礎理論”,     
薄膜ハンドブック（第 2版）,  日本学術振興会薄膜第131委員会編 ,  オーム
社 ,  1章 薄膜作製法 ,  1 . 3節 CVD,  1 . 3 . 2項 ,  pp.83-94, (2008). 
5 17. B. Tillack and J. Murota,   
“Silicon-germanium (SiGe) crystal growth using chemical vapour deposition”,  
Chapter 6 in “Silicon-germanium (SiGe) nanostructures: Production, properties 
and applications in electronics”, ed. Y. Shiraki and N. Usami, (Woodhead 
Publishing Ltd., Cambridge, UK, 2011 Feb.), pp.117-146.
Ⅱ．研究論文
 1. T. Sakai, Y. Sunohara, Y. Sakakibara and J. Murota,  
“Stepped Electrode Transistor:SET”,   
Jpn. J. Appl. Phys., Vol.16, Suppl.16-1, pp.43-46, (1977). (Proc. 8th Int. Conf. on 
Solid State Devices, Tokyo, 1976.)
 2. J. Murota, E. Arai, K. Kobayashi and K. Kudo,   
“Arsenic Diffusion in Silicon from Doped Polycrystalline Silicon”,   
Jpn. J. Appl. Phys., Vol.17, No.2, 457-458, (1978).
 3. J. Murota, E. Arai, K. Kobayashi and K. Kudo,  
“Relationship between Total Arsenic and Electrical ly Active Arsenic 
Concentrations in Silicon Produced by the Diffusion Process”,  
J. Appl. Phys., Vol.50, No.2, pp.804-808, (1979).
 4. J. Murota, E.Arai and K.Kudo,   
“Arsenic Doping of Chemical Vapor Deposited Polycrystalline Silicon Using 
SiH4-H2-AsH3 Gas System”,  
J. Electrochem. Soc., Vol.127, No.5, pp.1188-1192, (1980).
 5. S. Matsumoto, T. Niimi, J. Murota and E. Arai,   
“Carrier Concentration and Hall Mobility in Heavily Arsenic-Diffused Silicon”,  
J. Electrochem. Soc., Vol.127, No.7, pp.1650-1652, (1980).
 6. H. Takeuchi and J. Murota,   
“Changes in Thickness and Infrared Spectrum of Phosphosilicate Glass Film with 
Heat-Treatment in H2 Gas”,  
J. Electrochem. Soc., Vol.127, No.3, pp.752-754, (1980).
 7. M. Tanimoto, J. Murota, Y. Ohmori and N. Ieda,   
“A Novel MOS PROM Using a Highly Resistive Poly-Si Resistor”,   
IEEE Trans. Electron Devices, Vol.ED-27, No.3, pp.517-520, (1980).
6 8. M. Tanimoto, J. Murota, M. Wada, T. Watanabe, K. Miura and N. Ieda,   
“A Novel 14V Programmable 4kbit MOS PROM Using a Poly-Si Resistor 
Applicable to On-Chip Programmable Devices”,  
IEEE J. Solid-State Circuits, Vol.SC-17, No.1, pp.62-68, (1982).
 9. J. Murota and T. Sawai,   
“Electrical Characteristics of Heavily Arsenic and Phosphorus Doped 
Polycrystalline Silicon”,  
J. Appl. Phys., Vol.53, No.5, pp.3702-3708, (1982).
 10. K. Yasuda and J. Murota,   
“Molybdenum Film Formation by Low Pressure Chemical Vapor Deposition”,  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol.22, No.10, pp.L615-L617, (1983).
 11. H. Takeuchi and J. Murota,   
“Void Formation in Phosphosilicate Glass Film with Heat-Treatment in H2 
Atmosphere”,  
J. Electrochem. Soc., Vol.131, No.2, pp.403-407, (1984).
 12. S. Ohfuji, C. Hashimoto, T. Amazawa and J. Murota,   
“Oxygen-Doped Molybdenum Films for MOS Gate Application”,   
J. Electrochem. Soc., Vol.131, No.2, pp.446-450, (1984).
 13. T. Morie and J. Murota,   
“Trench Coverage Characteristics of Polysilicon Deposited by Thermal 
Decomposition of Silane”,  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol.23, No.7, pp.L482-L484, (1984).
 14. S. Nakayama, H. Yonezawa and J. Murota,   
“Deposition of Phosphorus Doped Silicon Films by Thermal Decomposition of 
Disilane”,   
Jpn. J. Appl. Phys., Vol.23, No.7, pp.L493-L495, (1984).
 15. Y. Takahashi, H. Ishii and J. Murota,   
“New Platinum Silicide Formation Method Using Reaction between Platinum and 
Silane”,  
J. Appl. Phys., Vol.58, No.8, pp.3190-3194, (1985).
 16. H. Ishii, Y. Takahashi and J. Murota,   
“Selective Ge Deposition on Si Using Thermal Decomposition of GeH4”,  
Appl. Phys. Lett., Vol.47, No.8, pp.863-865, (1985).
7 17. S. Nakayama, I. Kawashima and J. Murota,  
“Boron Doping Effect on Silicon Film Deposition in the Si2H6-B2H6-He Gas 
System”,  
J. Electrochem. Soc., Vol.133, No.8, pp.1721-1724, (1986).
 18. J. Murota, N. Nakamura, K. Kato, N. Mikoshiba and T. Ohmi,   
“Low-Temperature Silicon Selective Deposition and Epitaxy on Silicon Using the 
Thermal Decomposition of Silane under Ultraclean Environment”,  
Appl. Phys. Lett., Vol.54, No.11, pp.1007-1009, (1989).
 19. M.-L. Cheng, A. Kohlhase, T. Sato, S. Kobayashi, J. Murota and N. Mikoshiba,  
“Selective Ge CVD as a Via Hole Filling Method and Self-Aligned Impurity 
Diffusion Microsource in Si Processing”,  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol.28, No.11, Part 2, pp.L2054-L2057, (1989).
 20. S. Hirota, M. Miyake, S. Nakayama, E. Arai and J. Murota,   
“Cross-Sectional TEM Observation of Process-Induced Defect in Heavily 
Arsenic-Diffused Silicon Layers”,   
J. Electrochem. Soc., Vol.137, No.1, pp.318-322, (1990).
 21. M. Kato, T. Sato, J. Murota and N. Mikoshiba,   
“Nucleation Control of Silicon on Silicon Oxide for Low-Temperature CVD and 
Silicon Selective Epitaxy”,   
J. Crystal Growth, Vol.99, Nos.1-4, Part 1, pp.240-244, (1990).
 22. S. Kobayashi, M.-L. Cheng, A. Kohlhase, T. Sato, J. Murota and N. Mikoshiba,  
“Selective Germanium Epitaxial Growth on Silicon Using CVD Technology with 
Ultra-Pure Gases”,   
J. Crystal Growth, Vol.99, Nos.1-4, Part 1, pp.259-262, (1990).
 23. N. Mikoshiba, J. Murota and A. Kohlhase,   
“Low-Pressure Chemical Vapour Deposition of Silicon and Germanium on Silicon 
Using Contamination-Minimized Processing”,  
Vacuum, Vol.41, Nos.4-6, pp.1087-1090, (1990).
 24. T. Matsuura, H. Uetake, T. Ohmi, J. Murota, K. Fukuda, N. Mikoshiba,  
T. Kawashima and Y. Yamashita,   
“Directional Etching of Si with Perfect Selectivity to SiO2 Using an Ultraclean 
Electron Cyclotron Resonance Plasma”,  
Appl. Phys. Lett., Vol.56, No.14, pp.1339-1341, (1990).
8 25. H. Uetake, T. Matsuura, T. Ohmi, J. Murota, K. Fukuda and N. Mikoshiba, 
“Anisotropic Etching of n+ Polycrystalline Silicon with High Selectivity Using a 
Chlorine and Nitrogen Plasma in an Ultraclean Electron Cyclotron Resonance 
Etcher”,   
Appl. Phys. Lett., Vol.57, No.6, pp.596-598, (1990).
 26. A. Kohlhase, M.-L. Cheng, S. Kobayashi, J. Murota and N. Mikoshiba,   
“Selective CVD of Germanium on Silicon and Its Applications”,  
Vacuum, Vol.42, No.4, pp.269-272, (1991).
 27. T. Matsuura, J. Murota, N. Mikoshiba, I. Kawashima and T. Sawai,   
“Diffusion of As, P, and B from Doped Polysilicon through Thin SiO2 Films into Si 
Substrates”,   
J. Electrochem. Soc., Vol.138, No.11, pp.3474-3480, (1991).
 28. R. Kircher, M. Furuno, J. Murota and S. Ono,   
“Low-Temperature Epitaxy and In-Situ Doping of Silicon Films”,   
J. Phys. IV France, Vol.1, Col. C2, pp.787-794, (1991). 
 29. J. Murota, M. Kato, R. Kircher and S. Ono,  
“Low-Temperature Silicon and Germanium CVD in Ultraclean Environment”,  
J. Phys. IV France, Vol.1, Col. C2, pp.795-802, (1991). 
 30. J. Murota, M. Sakuraba, N. Mikoshiba and S. Ono,   
“Control of Germanium Atomic Layer Formation on Silicon Using Flash Heating 
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